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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΢ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Δπώλπκν : Παπαδνπνύινπ 

Όλνκα : Παλαγηώηα 

Όλνκα παηξόο : Γεκήηξηνο 

Όλνκα ζπδύγνπ  : Λεωλίδαο 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο : 1 - 6 - 1970 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε  : Έγγακε  

Γηεύζπλζε Καηνηθίαο : Δξκνύ 5-7  Υξπζ/ιεο 64200 

Σειέθωλν : 6977227283, 2510462168 

e-mail :ppapado@teikav.edu.gr, dr.ppapado@gmail.com  

 

2. ΢ΠΟΤΓΔ΢ – ΣΙΣΛΟΙ 

 

2.1.Πηπρίν Φπζηθήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηεο ΢ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηηο 15 Ινπιίνπ 1993 κε βαζκφ (7,63) «ΛΙΑΝ ΚΑΛΧ΢». 

2.2. Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ ΢πνπδψλ Ηιεθηξνληθήο Φπζηθήο (Ραδηνειεθηξνινγίαο), 

Καηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηεο ΢ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηηο 25 Απξηιίνπ 1996 κε βαζκφ (8.15) 

«ΛΙΑΝ ΚΑΛΧ΢». 

2.3. Αλαγφξεπζε ζε Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Γ.Π. Θξάθεο ζηηο 26 Ινπλίνπ 2002 κε βαζκφ «ΑΡΙ΢ΣΑ». 

 

3. ΔΡΓΑ΢ΙΔ΢ – ΓΙΑΣΡΙΒΔ΢ 

 

3.1. «Οπηηθέο Ιδηόηεηεο ιεπηώλ πκελίωλ WO3 θαη TiSi» Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ 

εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην Φαζκαηνζθνπίαο ηνπ ηνκέα Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθή ηνπ Α.Π.Θ. ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΢. 

Λνγνζεηίδε, Θεζζαινλίθε 1993 . 

mailto:ppapado@teikav.edu.gr
mailto:dr.ppapado@gmail.com
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3.2. «΢ρεδηαζκόο Οινθιεξωκέλνπ Κπθιώκαηνο Δπεμεξγαζίαο ΢ήκαηνο, Δπηινγήο ηεο 

Μέγηζηεο / Διάρηζηεο Σηκήο από ΢ήκαηα κε ΢εηξηαθή Δίζνδν». Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

πνπ εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Ηιεθηξνληθήο θαη Η/Τ ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Φπζηθήο (Ραδηνειεθηξνινγίαο), ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ 

Καζεγεηή ΢. ΢ίζθνπ, Θεζζαινλίθε 1995. 

3.3.  «΢ρεδηαζκόο, θαηαζθεπή, ραξαθηεξηζκόο θαη πξνζνκνίωζε δηόδωλ ΒΒD ππξηηίνπ ηνπ 

ηύπνπ p
+
-n-p». Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή πνπ εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξνηερληθψλ 

θαη Ηιεθηξνληθψλ Τιηθψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Γ.Π. Θξάθεο κε Δπηβιέπνληα ησλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Ν. Γεσξγνπιά, 

Ξάλζε 2002. 

   

4. ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΔ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΔ΢ 

 

            4.1. Δξγαζίεο ζε Δπηζηεκνληθά ΢πλέδξηα  

 

4.1.1.     Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγόπνπινο Λ., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: 

«Πξνζνκνίωζε ηεο ειεθηξηθήο θαη νπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηόδνπ bulk barrier». 

Πξαθηηθά 13
ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο, Θεζζαινλίθε 22 - 

24 ΢επηεκβξίνπ 1997, ζει.: 535-538. 

4.1.2.     Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: «Αλάιπζε ηεο κεηαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηωλ δηόδωλ Bulk - Barrier (BB) κε ηελ βνήζεηα πξνζνκνίωζεο». 

Πξαθηηθά 14
ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο, Ισάλληλα 15 - 18 

΢επηεκβξίνπ 1998, ζει.: 533-537. 

4.1.3.     Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: «Αλάιπζε ηεο κεηαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηωλ θωηνδηόδωλ Bulk - Barrier (BB) ζε θωηεηλό παικό κε ηελ 

βνήζεηα πξνζνκνίωζεο». Πξαθηηθά 15
ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Φπζηθήο ΢ηεξεάο 

Καηάζηαζεο, Πάηξα 27- 29 ΢επηεκβξίνπ 1999, ζει.: 117. 

4.1.4. Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: «Δπίδξαζε ηεο ΢πρλόηεηαο 

Γηακόξθωζεο ηνπ Πξνζπίπηνληνο Φωηόο πάλω ζηελ Δμωηεξηθή Κβαληηθή Απόδνζε 

Φωηνδηόδωλ Ππξηηίνπ ηνπ ηύπνπ p
+
np». Πξαθηηθά 17

ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ 

Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο, Ξάλζε 6 - 9 ΢επηεκβξίνπ 2001, ζει.: 216-220. 
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4.1.5.  Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Γεωξγόπνπινο Λ. : «Δπίδξαζε ηεο ηζρύνο ηνπ 

πξνζπίπηνληνο θωηόο πάλω ζηηο νπηνειεθηξνληθέο ηδηόηεηεο θωηνδηόδωλ ππξηηίνπ 

ηνπ ηύπνπ p
+
-n-p». Παξνπζίαζε ζην ΥΥΙ Παλειιήλην ΢πλέδξην Φπζηθήο ΢ηεξεάο 

Καηάζηαζεο & Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Λεπθσζία 28 - 31 Απγνχζηνπ 2005. 

4.1.6. Π. Παπαδνπνύινπ, Α. Μήηηαο, Κ. Σξακαληδάο, Γ. Παπαδόπνπινο : «Κύθιωκα 

Αληίζηαζεο - Ππθλωηή (RC) ζε ζεηξά. Απόθξηζε α) ζε ζπλερή θαη β) ζε 

ελαιιαζζόκελε  ηάζε εηζόδνπ». Παξνπζίαζε ζην 11
ν
  Κνηλφ ΢πλέδξην ηεο Έλσζεο 

Διιήλσλ Φπζηθψλ θαη ηεο Έλσζεο Κππξίσλ Φπζηθψλ, Κέξθπξα 1-4 Μαξηίνπ 2007. 

4.1.7. Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν. : «Πξνζνκνίωζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ δηόδωλ 

ππξηηίνπ ηνπ ηύπνπ p
+
-n-p ζε επίπεδε ηερλνινγία». Παξνπζίαζε ζην 12

ν
 Παλειιήλην 

΢πλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ, Καβάια 20-23 Μαξηίνπ 2008. 

 

 4.2. Δξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

 

4.2.1. P. Papadopoulou, N. Georgoulas, L. Georgopoulos, A. Thanailakis, «A model for the 

dc electrical behaviour of Bulk-Barrier Diodes», Electrical Engineering, Archiv für 

Elektrotechnik, Vol. 83 (4), pp. 203-211 (2001). 

4.2.2.  P. Papadopoulou, N. Georgoulas and A. Thanailakis, «Simulation and Experimental 

Results on the Switching Behaviour of Bulk-Barrier Diodes», Microelectronics 

Journal, Vol. 33 (5-6), pp. 487-494 (2002). 

4.2.3.     P. Papadopoulou, N. Georgoulas and A. Thanailakis, «An extensive study of the 

photocurrent amplification mechanism of silicon Bulk - Barrier diodes based on 

simulation and experimental results», Thin Solid Film, Vol. 415, pp. 276-284 (2002). 

4.2.4.  P. Papadopoulou, N. Georgoulas , L. Magafas,  «A study of the optical response 

speed of silicon Bulk -Barrier photodiodes based on simulation results», 

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS - RAPID 

COMMUNICATIONS Vol. 1, No. 8, p. 379 -384 (2007). 

4.2.5.  P. Papadopoulou, Ant. Meletis, G. Doukakis, C. Mertzanidis, «Frequency Domain 

Response of Dielectrics for TE Plane Waves», European Journal of Scientific Research, 

Vol. 34, No.4, pp. 463-473 (2009). 
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4.2.6. P. Papadopoulou, L. Georgopoulos «A study of the silicon Bulk-Barrier Diodes 

designed in planar technology by means of simulation», Journal of Engineering 

Science and Technology Review, Vol. 2,  pp. 157-164, (2009). 

4.2.7. M. Hanias, L. Magafas, S. Stavrinides, P. Papadopoulou and M. Ozer, «Chaotic 

behavior of the forward I-V characteristic of the Al/a-SiC:H/c-Si(n) heterojunction 

Complexity», Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium, 

p.221,( 2013). 

4.2.8.   P. Papadopoulou, S. Stavrinides, M. Hanias, L. Magafas, «Study of the Electrical 

Behavior of Metal/_-SiC:H/poly-Si(N) Structure Using Simulation», Proceedings of 

the 4th International Congress  APMAS2014, Acta Physica Polonica, Vol. 127 no 4 

(2015). 

 

4.3. ΢πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα   

 

4.3.1. ΢πκκεηνρή ζην 1
ν
 Γηεζλέο ΢πλέδξην “International Conference on EconoPhysics” 

Καβάια Ινχληνο 2011. 

 

5. ΑΝΑΦΟΡΔ΢ 

 

4.2.1 

1. P. Papadopoulou, et al., Microelectronics Journal, Vol. 33 (5-6), pp. 487-494 (2002). 

2. P. Papadopoulou, et al.,  Thin Solid Film, Vol. 415, pp. 276-284 (2002). 

3. C. M. Sun et al., Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A, Vol. 547, pp. 437 

- 449 (2005). 

 

4.2.2 

1. Der-Feng Guo, IEEE Electron Device Letters, Vol. 24, No3, pp. 162 - 164, (2003). 

2. Der-Feng Guo, et al.,  IEEE Transactions on Electron Devices, Vol.51, No. 4, pp. 542 - 

547, (2004). 

3. Jing-Yuh Chen, «Investigation of InP- based Heterojunction Bipolar Transistors and 

Optoelectronic Switching Devices» Ph.D. Thesis Institute of Microelectronics, Department 

of Electrical Engineering, National Cheng Kung University Tainan, Taiwan (2005).   
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4. Der-Feng Guo, Optoelectronics, IEE Proceedings, Vol.153, No.2, pp.63-66, (2006). 

5. Weng, T.-Y., et al., Conference on Optoelectronic and Microelectronic Materials and 

Devices, Proceedings, COMMAD, Article No. 4429888, pp. 94-97, (2006). 

6. Der-Feng Guo, Journal of the Electrochemical Society, Vol.154, No.1, pp. H13 -H15, 

(2007). 

7. Der-Feng Guo, et al., Surface Review and Letters, Vol.15, Issue 1-2, pp 139-144, (2008). 

8. Chih-Hung Yen, «Investigation of AlGaInP-based Light-Emitting Diodes and GaAs-based 

Optoelectronic Switching Devices», Ph.D. Thesis Institute of Microelectronics, Department 

of Electrical Engineering, National Cheng Kung University Tainan, Taiwan (2009).   

9. Der-Feng Guo, ECS Transactions 28 (4), pp. 111-118 (2010). 

 

4.2.3 

1. C. M. Sun et al., Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A, Vol. 547, pp. 437 

- 449 (2005). 

2. “Infrared HgCdTe Optical Detectors” Book Chapter, Book Title “Optoelectronic Devices 

Advance Simulation and Analysis”, Springer New York, pp. 381-403 (2005). 

3. Zhou Quan et al., Journal of Semiconductors, Vo. 34, No. 7, pp. 074010-1-4 (2013). 

 

4.2.4 

1. P. Papadopoulou, L. Georgopoulos, Journal of Engineering Science and Technology 

Review, Vol. 2,  pp. 157-164, (2009). 

 

4.2.6 

1. V. Janardhanam, Yeon-Ho Kil, Kyu-Hwan Shim, V. Rajagopal Reddy and Chel-Jong 

Choi, Materials Transactions, Vol.54 No.07 (2013) pp.1067-1072 . 

 

 

6. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

 

6.1. Απφ ην Μάξηην ηνπ 2003 δηνξίζηεθα ζε ζέζε ηαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  ζηε 

βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζε 
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αληηθείκελα Ηιεθηξνληθήο Φπζηθήο» ηνπ Γεληθνχ Σκήκαηνο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο 

΢ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (΢.Σ.ΔΦ.) ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο.   

6.2. Ινχληνο 2012 – ΢επηέκβξηνο 2013, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Φπζηθή κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγία κηθξνειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ» ηνπ Γεληθνχ 

Σκήκαηνο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ΢ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (΢.Σ.ΔΦ.) ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Καβάιαο.   

6.3. ΢επηέκβξηνο 2013 έσο ζήκεξα Δπίθνπξε Καζεγήηξηα κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθή 

κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγία κηθξνειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Α.Μ.Θ. 

Διδαζκαλία μαθημάηων : 

a. Mάξηηνο 2003 έσο Ινχληνο 2013 «Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο» ζηα ηκήκαηα 

Ηιεθηξνινγίαο, Μεραλνινγίαο, Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ, Α΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

b. ΢επηέκβξηνο 2009 έσο ζήκεξα «Ηιεθηξνκαγλεηηθή Θεσξία» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ. Β΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

c. Μάξηηνο 2011 έσο ζήκεξα «Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθψλ» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ. Β΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

d. Μάξηηνο 2012 – Ινχλην 2012 (εαξηλφ εμάκελν 2011-2012) «Δξγαζηήξην 

Μηθξνυπνινγηζηψλ» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

e. Μάξηηνο 2013 – Ινχλην 2013 (εαξηλφ εμάκελν 2012-2013) «Μηθξνυπνινγηζηέο»  

Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

f. ΢επηέκβξηνο 2013 έσο ζήκεξα «Ηιεθηξηθά Κπθιψκαηα Ι» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ. Α΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

g. ΢επηέκβξηνο 2013 έσο ζήκεξα «Ηιεθηξηθά Κπθιψκαηα ΙΙ» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ. Β΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

h. ΢επηέκβξηνο 2013 έσο ζήκεξα «Ηιεθηξνληθά Ι» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

Σ.Δ. Β΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

i. ΢επηέκβξηνο 2013 έσο ζήκεξα «Ηιεθηξνληθά ΙΙ» Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

Σ.Δ. Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 

j. ΢επηέκβξηνο 2013 έσο ζήκεξα «Δξγαζηήξην Φεθηαθψλ Ηιεθηξνληθψλ» Σκήκα 

Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ. 
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6.4. Σεπτέμβριος τοσ 1993 έως και Ιούνιος τοσ 2002. Έθηαθηε Δθπαηδεπηηθφο ζηε ΢.Σ.ΔΦ. ηνπ 

Σ.Δ.Ι. Καβάιαο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. Γηδαζθαιία καζεκάησλ: α) 

Δξγαζηήξην Φπζηθήο Ι θαη β) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ΙΙ. 

6.5. ΢πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ησλ 

καζεκάησλ «Μηθξνειεθηξνληθή Ι» θαη «Μηθξνειεθηξνληθή ΙΙ» πνπ δηδάζθνληαη ζην 5
ν
 

θαη 6
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Γ. Π. Θξάθεο απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο 1995-1996 έσο θαη ην εαξηλφ εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1996-1997. 

6.6. ΢πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ 

καζήκαηνο «Κβαληνειεθηξνληθή θαη Οινθιεξσκέλε Οπηηθή» πνπ δηδάζθνληαη ζην 9
ν
 

εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

ηνπ Γ. Π. Θξάθεο απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1997-1998 

έσο θαη εαξηλφ εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2001-2002. 

 

7. ΢ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 

7.1. ΔΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑΚΔ΢ Α΢ΚΗ΢ΔΙΑ ΦΤ΢ΙΚΗ΢ (Μήηηαο Αζαλάζηνο, Κφγηα Φσηεηλή, 

Παπαδνπνχινπ Παλαγηψηα) γηα ηνπ ζπνπδαζηέο ηεο ΢.Σ.Δ.Φ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο, Καβάια 

2004. 

7.2. ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ζεκεηψζεηο γηα ην κάζεκα 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ηνπ Β΄ εμακήλνπ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

Ηιεθηξνινγίαο. 

 

8. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΔΡΓΑ΢ΙΧΝ – ΜΔΛΟ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ 

 

2003- έωο ζήκεξα 

Α) Οινθιεξψζεθαλ ππφ ηελ επίβιεςή κνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο πηπρηαθψλ εξγαζίψλ 

ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Α.Μ.Θ. 

Β) ΢πκκεηείρα σο κέινο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

ζπνπδαζηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Α.Μ.Θ. 

 

9. ΟΡΓΑΝΧ΢Η ΔΡΓΑ΢ΣΗΡΙΧΝ 
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΢πλέβαια ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο εξεπλεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο. 

΢ρεδηαζκφο, πξνδηαγξαθέο θαη νξγάλσζε εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ νπηηθψλ κεηξήζεσλ, 

«Οπηνειεθηξνληθήο – Φσηνληθήο». 

 

10. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣIΚΗ ΔΜΠΔIΡIΑ ΚΑI ΔΡΔΤΝΗΣIΚΗ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

10.1. 1/4/2014 έσο 30/6/2015 «΢χζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ αζχξκαησλ 

αηζζεηήξσλ θαη δηαρείξηζεο γλψζεο, γηα ηελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε θαη  

αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο απφδνζεο πινίσλ» (ζπλη.ηίηινπ: MARIBRAIN ) ζηα 

πιαίζηα ηεο Γξάζεο "΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ 2011 – ΢πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ 

Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο". 

10.2. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο γηα ην έξγν «΢ρεδηαζκφο θαη 

πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο δηαηάμεσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p ζε επίπεδε ηερλνινγία 

θαη σο πχιεο ζε ηξαλδίζηνξ ηερλνινγίαο FET γηα ρακειήο θαηαλάισζεο κηθξνθπκαηηθέο 

εθαξκνγέο», 1/9/2008 έσο 31/8/2009. Υξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Καβάιαο. 

10.3. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο γηα ην έξγν 

«ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΠΟΤΓΧΝ ΢ΣΟ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ΢», ΔΠΔΑΔΚ Ι, 

1/1/2007 έσο 31/12/2007. 

10.4. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο γηα ην έξγν 

«΢ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ΢ ΔΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΗ΢ 

ΑΝΧΣΑΣΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢», ΢επηέκβξηνο 2003. 

10.5. Δξγάζηεθα απφ 1 -7 - 1999 κέρξη 29- 6 - 2001 ζηελ εθηέιεζε Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ ην νπνίν 

εθηειέζηεθε ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ κε ηίηιν : «Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Μεηαιινγλσζίαο ηνπ Σκήκαηνο Η.Μ θαη Μ.Τ ηνπ Γ.Π.Θ., γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο : «Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μεηαιινγλσζίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Η.Μ. θαη Μ.Τ. ηνπ Γ.Π.Θ.» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Σ.΢.Μ.Δ.Γ.Δ. 
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10.6. Δξγάζηεθα απφ 1 -3 - 1997 κέρξη 31- 12 - 1997 ζηελ εθηέιεζε Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ ην 

νπνίν εθηειέζηεθε ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ κε ηίηιν : «Σερληθέο Δθηίκεζεο θαηαλάισζεο 

ηζρχνο ζε επίπεδν αιγνξίζκνπ» ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο : «΢ρεδηαζκφο 

VLSI γηα ρακειή θαηαλάισζε : Τςεινχ επηπέδνπ θαηαλάισζε ηζρχνο γηα εθαξκνγέο 

ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Σ.΢.Μ.Δ.Γ.Δ. 

10.7. Δξγάζηεθα απφ 1- 5 - 1996 κέρξη θαη 30-4-1998 ζηελ εθηέιεζε Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ 

(Π.Δ.Ν.Δ.Γ. δηεηνχο δηάξθεηαο) ην νπνίν εθηειέζηεθε ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ κε ηίηιν : 

«΢ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή, ραξαθηεξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ θσηνδηφδσλ Si ηνπ ηχπνπ 

p
+
-n-p» ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο : «΢ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή, κειέηε 

θαη βειηηζηνπνίεζε Φσηνδηφδνπ Si κε πςειή θβαληηθή απφδνζε ζηε κπιε πεξηνρή ηνπ 

νξαηνχ θάζκαηνο» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Γ.Γ.Δ.Σ. 

10.8. Δξγάζηεθα απφ 13 - 6 - 1996 κέρξη 12- 10 - 1996 ζηελ εθηέιεζε Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ ην 

νπνίν εθηειέζηεθε ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ κε ηίηιν : «Μνληεινπνίεζε θαη Πξνζνκνίσζε 

ηεο μεξήο Ομείδσζεο» ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο : «Αλάπηπμε, 

κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε ιεπηψλ πκελίσλ SiO2 κε ηελ ηερληθή ηεο ζεξκηθήο 

νμείδσζεο» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Σ.΢.Μ.Δ.Γ.Δ. 

 

11.ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔ΢ΙΑ 

 

11.1. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2003-2004 : Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Καβάιαο. 

11.2. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2004-2005 : Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Καβάιαο. 

11.3. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2005-2006 : Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Καβάιαο. 

11.4. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2006-2007 : Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ 

ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο. 

11.5. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2008-2009 : Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ 

ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο. 



Βηνγξαθηθφ ΢εκείσκα Παλαγηψηα Γ. Παπαδνπνχινπ 10/2015 
 

10 

 

11.6. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2009-2010 : Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ 

ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο. 

11.7. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2010-2011 : Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ 

ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο. 

11.8. ΢πνπδαζηηθό έηνο 2011-2012 : Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλε Σνκέα Φπζηθήο ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ 

ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο. 

11.9. Μέινο ζε επηηξνπέο δηαγωληζκώλ:  

o Μέινο ζε επηηξνπέο δηαγσληζκνχ γηα ην θπιηθείν ηνπ Σ.Δ.Ι. (2006, 2004). 

o Μέινο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. 

(2011).  

o Μέινο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εζηηψλ θαη ηνπ 

θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Σ.Δ.Ι. (2011). 

o Μέινο ζηελ επηηξνπή ηνπ Γ.Σ.Θ.Δ. γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ (2011). 

11.10. Μέινο ζε εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ζε εθινγέο (πξνέδξνπ-αληηπξνέδξωλλ, δηεπζπληώλ 

ζρνιώλ, πξνϊζηακέλωλ ηκεκάηωλ).  

11.11. Μέινο Δθιεθηνξηθώλ ζωκάηωλ. 

11.12. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ γηα δύν ζεηείεο, από 1/9/2007 έωο 31/8/2010 θαη από 

1/9/2010 έωο 31/8/2013.  

11.13. Αλαπιεξωκαηηθό Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ από 1/9/2013 έωο 31/8/2014 θαη 

από 1/9/2014 έωο 31/8/2015.  

 

 

12. ΞΔΝΔ΢ ΓΛΧ΢΢Δ΢ 

 

            Αγγιηθά ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. 
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Συνοπηική ανάλυζη ηων Επιζηημονικών Εργαζιών 

 

 

3. ΔΡΓΑ΢ΙΔ΢ - ΓΙΑΣΡΙΒΔ΢ 

 

1. “Οπηηθέο Ιδηόηεηεο ιεπηώλ πκελίωλ WO3 θαη TiSi” Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ 

εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην Φαζκαηνζθνπίαο ηνπ ηνκέα Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθή ηνπ Α.Π.Θ. ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Αλαπι. Καζ. ΢. Λνγνζεηίδε. 

Περίληψη: ΢ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζνχλ νη νπηηθέο ηδηφηεηεο πιηθψλ 

πνπ αλήθνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Έηζη κειεηήζεθαλ νη νπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

νμεηδίνπ ηνπ Βνιθξακίνπ, WO3, πιηθνχ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κνλσηψλ, αιιά θαη ησλ 

ππξηηηδίσλ ηνπ ηηηαλίνπ Σi, TiSi2, πιηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηάιισλ. Η κειέηε 

ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ απηψλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ειιεηςνκεηξίαο, 

κεζφδνπ πνπ αληρλεχεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο πφισζεο ηνπ θσηφο, φηαλ απηφ 

αιιειεπηδξά κε θάπνην νπηηθφ ζχζηεκα. Η ειιεηςνκεηξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ιεπηψλ 

πκελίσλ, ελψ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε κέηξεζε ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ αιιά θαη ηεο 

θαζκαηηθήο απφθξηζεο πιηθψλ ζε πγξή ή ζηεξεά θαηάζηαζε. 

 

2. “΢ρεδηαζκόο Οινθιεξωκέλνπ Κπθιώκαηνο Δπεμεξγαζίαο ΢ήκαηνο, Δπηινγήο ηεο 

Μέγηζηεο / Διάρηζηεο Σηκήο από ΢ήκαηα κε ΢εηξηαθή Δίζνδν” Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

πνπ εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Ηιεθηξνληθήο θαη Η/Τ ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Φπζηθήο (Ραδηνειεθηξνινγίαο), ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπηθ. Καζ. 

΢. ΢ίζθνπ. 

Περίληψη: ΢ηελ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάζηεθε θαη πξνζνκνηψζεθε θχθισκα γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο αιγνξίζκνπ πνπ δίλεη ηε κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή απφ κηα νκάδα ζεκάησλ κε 

ζεηξηαθή είζνδν. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πξνζνκνίσζε ηνπ αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο, πνπ βαζίζηεθε 

ζε CMOS ηερλνινγία, έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο θπθισκάησλ 

SPICE. Σν δε θχθισκα πνπ ζρεδηάζηεθε ήηαλ έλα αλαινγηθφ θχθισκα ππνινγηζκνχ κέγηζηεο – 
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ειάρηζηεο ηηκήο πνπ βαζίζηεθε ζε αλαινγηθνχο ζπγθξηηέο ξεχκαηνο θαη γξακκέο θαζπζηέξεζεο, 

δειαδή δηαθνπηηθά θπθιψκαηα ξεχκαηνο. 

 

3. “΢ρεδηαζκόο, θαηαζθεπή, ραξαθηεξηζκόο θαη πξνζνκνίωζε δηόδωλ ΒΒD ππξηηίνπ ηνπ 

ηύπνπ p
+
-n-p” Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή πνπ εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξνηερληθψλ 

θαη Ηιεθηξνληθψλ Τιηθψλ ηνπ Γ.Π. Θξάθεο θαη έρεη νινθιεξσζεί κε Δπηβιέπνληα ησλ 

Αλαπι. Καζ. Ν. Γεσξγνπιά. 

Περίληψη: ΢ηελ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάζηεθε θαη πξνζνκνηψζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ δηφδσλ 

BBD ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p. Έηζη κειεηήζεθαλ, κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο, ε ειεθηξηθή, ε 

κεηαβαηηθή θαη ε νπηνειεθηξνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηαηάμεσλ απηψλ κε απνηέιεζκα απηψλ 

ησλ κειεηψλ ηε πξφηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πεξηγξαθήο ηεο 

ειεθηξηθήο, κεηαβαηηθήο θαη νπηνειεθηξνληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε 

ηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ θαηαζθεπήο ησλ δηαηάμεσλ. Η κειέηε απηή 

νινθιεξψζεθε κε ηελ θαηαζθεπή θαη ησλ ραξαθηεξηζκφ κε ηε βνήζεηα πεηξακαηηθψλ 

κεηξήζεσλ, κηαο ζεηξάο δηαηάμεσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο έηζη ψζηε ηα θαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία λα έρνπλ ηελ βέιηηζηε 

απφδνζε. Απφ απηή ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνέθπςαλ νη πην θάησ δεκνζηεχζεηο. 

 

4. ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΔ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΔ΢ 

 

            4.1. Δξγαζίεο ζε Δπηζηεκνληθά ΢πλέδξηα  

 

4.1.1.   Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγόπνπινο Λ., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: 

“Πξνζνκνίωζε ηεο ειεθηξηθήο θαη νπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηόδνπ bulk barrier”. 

Πξαθηηθά 13
ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο, Θεζζαινλίθε 22 - 

24 ΢επηεκβξίνπ 1997, ζει.: 535-538. 

Περίληψη: Οη δίνδνη ΒΒ είλαη δηαηάμεηο ππξηηίνπ ηξηψλ ζηξσκάησλ (p
+
np), παξφκνηεο κε ην 

ακθηπνιηθφ ηξαλδίζηνξ επαθψλ, κε ηε κεζαία πεξηνρή (βάζε) ηφζν ζηελή, ψζηε λα παξακέλεη 

πιήξσο θελσκέλε απφ ειεχζεξνπο θνξείο, αθφκε θαη γηα κεδεληθή ηάζε πφισζεο. Η έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο δηακέζνπ ηεο δηφδνπ ειέγρεηαη απφ ην χςνο ηνπ θξάγκαηνο δπλακηθνχ, ΦΒ, ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη, ζηε κεζαία πεξηνρή ηεο δηάηαμεο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ 

ησλ επηκέξνπο ζηξσκάησλ. Μηα αξρηθή ζεσξεηηθή κειέηε ηεο ειεθηξηθήο θαη ηεο νπηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ δηφδσλ ΒΒ έρεη γίλεη ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο φπνπ βξέζεθε φηη νη 

δηαηάμεηο απηέο παξνπζηάδνπλ κεγάιε νπηηθή επαηζζεζία. Σφζν ζηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο 

φζν θαη ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξφκνηεο δηαηάμεηο δελ έγηλε πνηέ κέρξη ηψξα κηα 

νινθιεξσκέλε κειέηε δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηηο 

ειεθηξηθέο θαη νπηηθέο ηδηφηεηεο παξφκνησλ δηαηάμεσλ. ΢ηελ εξγαζία απηή, παξνπζηάδνληαη ηα 

πξψηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηφδσλ ΒΒ κε 

ηε βνήζεηα εμειηγκέλσλ παθέησλ πξνζνκνίσζεο θαη εηδηθφηεξα, ε επίδξαζε βαζηθψλ 

ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ πάλσ ζηα νπηνειεθηξνληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηφδσλ φπσο I-V 

ραξαθηεξηζηηθέο θαη θαζκαηηθή θαηαλνκή ηεο θβαληηθήο απφδνζεο. 

 

4.1.2.  Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: “Αλάιπζε ηεο κεηαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηωλ δηόδωλ Bulk - Barrier (BB) κε ηελ βνήζεηα πξνζνκνίωζεο”. 

Πξαθηηθά 14
ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο, Ισάλληλα 15 - 18 

΢επηεκβξίνπ 1998, ζει.: 533-537. 

Περίληψη: ΢ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ 

παξακέηξσλ θαηαζθεπήο ησλ δηφδσλ ΒΒ πάλσ ζηνλ ρξφλν κεηάβαζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε 

κειέηε βαζίζηεθε ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο κεηαβαηηθήο (on – off) θαηάζηαζεο κηαο ζεηξάο 

δηφδσλ κε δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η πξνζνκνίσζε έγηλε κε 

ηελ ρξήζε εμειηγκέλσλ παθέησλ πξνζνκνίσζεο ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ δηφδσλ 

(SUPREM) φζν, θαη ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (PISCES). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο δείρλνπλ φηη νη ηερλνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ δηφδσλ (ζπγθέληξσζε πξνζκίμεσλ 

ησλ ζηξσκάησλ θαη εχξνο ηεο κεζαίαο πεξηνρήο), ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (γεσκεηξηθέο 

δηαζηάζεηο) θαζψο θαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (πφισζε) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ρξφλν 

κεηάβαζήο ηνπο.  

 

4.1.3. Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: “Αλάιπζε ηεο κεηαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηωλ θωηνδηόδωλ Bulk - Barrier (BB) ζε θωηεηλό παικό κε ηελ 

βνήζεηα πξνζνκνίωζεο”. Πξαθηηθά 15
ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Φπζηθήο ΢ηεξεάο 

Καηάζηαζεο, Πάηξα 27- 29 ΢επηεκβξίνπ 1999, ζει.: 117. 

Περίληψη: ΢ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ε επίδξαζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ παξακέηξσλ θαηαζθεπήο ησλ θσηνδηφδσλ ΒΒ πάλσ ζηελ 

απφθξηζή ηνπο ζε θσηεηλνχο παικνχο. Η πξνζνκνίσζε έγηλε κε ηελ ρξήζε εμειηγκέλσλ παθέησλ 
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πξνζνκνίσζεο ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ δηφδσλ (SUPREM) φζν, θαη ηεο 

ειεθηξηθήο θαη νπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (PISCES, LUMINOUS). Η κειέηε βαζίζηεθε ζηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο απφθξηζεο ζε θσηεηλφ παικφ κηαο ζεηξάο δηφδσλ κε δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά 

θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ζπγθέληξσζε πξνζκίμεσλ ησλ ζηξσκάησλ θαη εχξνο ηεο 

κεζαίαο πεξηνρήο, θαζψο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ ησλ θσηνδηφδσλ 

(επαηζζεζία, θβαληηθή απφδνζε) σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλφηεηαο δηακφξθσζεο ηνπ θσηφο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο δείρλνπλ φηη ηφζν νη γεσκεηξηθέο φζν θαη νη ηερλνινγηθέο 

παξάκεηξνη ησλ θσηνδηφδσλ BB, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφθξηζε  ηνπο ζε θσηεηλνχο 

παικνχο.  

 

4.1.4. Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Θαλαειάθεο Α.: “Δπίδξαζε ηεο ΢πρλόηεηαο 

Γηακόξθωζεο ηνπ Πξνζπίπηνληνο Φωηόο πάλω ζηελ Δμωηεξηθή Κβαληηθή Απόδνζε 

Φωηνδηόδωλ Ππξηηίνπ ηνπ ηύπνπ p
+
np”.”. Πξαθηηθά 17

ν
 Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ 

Φπζηθήο ΢ηεξεάο Καηάζηαζεο, Ξάλζε 6 - 9 ΢επηεκβξίνπ 2001, ζει.: 216-220. 

Περίληψη : ΢ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ε επίδξαζε 

ηεο ζπρλφηεηαο δηακφξθσζεο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο πάλσ ζηελ εμσηεξηθή θβαληηθή 

απφδνζε θσηνδηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
np. Η πξνζνκνίσζε έγηλε κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ 

παθέησλ πξνζνκνίσζεο ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ δηφδσλ (SUPREM) φζν, θαη ηεο 

ειεθηξηθήο θαη νπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (PISCES, LUMINOUS). ΢ηε κειέηε απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο παξάκεηξνη, ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ησλ δηφδσλ 

(ζπγθέληξσζε ζηξσκάησλ, εχξνο ηεο κεζαίαο πεξηνρήο), ε ηάζε πφισζεο, θαζψο επίζεο, ην 

κήθνο θχκαηνο θαη ε ηζρχο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο 

έδεημαλ φηη νη θσηνδίνδνη παξνπζηάδνπλ, φπσο ζα αλακελφηαλ απφ ηε ζεσξία κεραληζκφ 

εζσηεξηθήο ελίζρπζεο θσηνξεχκαηνο, νη ηηκέο ηεο νπνίαο κε θαηάιιειε επηινγή ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ην 2*10
3
. Σν κέγεζνο ηεο 

ελίζρπζεο είλαη αλάινγν ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ παγηδεπκέλσλ ζην ελεξγεηαθφ πεγάδη 

ειεθηξνλίσλ, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ πξνθαιεί πηψζε ηνπ θξάγκαηνο θαη αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο 

δηακέζνπ ηεο δηφδνπ. 

 

4.1.5 Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν., Γεωξγόπνπινο Λ. : «Δπίδξαζε ηεο ηζρύνο ηνπ 

πξνζπίπηνληνο θωηόο πάλω ζηηο νπηνειεθηξνληθέο ηδηόηεηεο θωηνδηόδωλ ππξηηίνπ 
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ηνπ ηύπνπ p
+
-n-p». Παξνπζίαζε ζην ΥΥΙ Παλειιήλην ΢πλέδξην Φπζηθήο ΢ηεξεάο 

Καηάζηαζεο & Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Λεπθσζία 28 – 31 Απγνχζηνπ 2005. 

Περίληψη: ΢ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ην θσηφξεπκα 

θαη ε θβαληηθή απφδνζε θσηνδηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p σο ζπλάξηεζε ηεο ηζρχνο ηνπ 

πξνζπίπηνληνο θσηφο. Η πξνζνκνίσζε έδεημε φηη, νη θσηνδίνδνη παξνπζηάδνπλ κεραληζκφ 

εζσηεξηθήο ελίζρπζεο θσηνξεχκαηνο, κε απνηέιεζκα ε εμσηεξηθή θβαληηθή ηνπο απφδνζε λα 

παίξλεη ηηκέο πνιχ κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο (εext >> 1) φπσο επίζεο θαη φηη απμάλεη θαζψο 

κεηψλνληαη ηα επίπεδα ηζρχνο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο πξνηείλεηαη έλα αλαιπηηθφ κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο νπηνειεθηξνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θσηνδηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ.  

 

4.1.6. Π. Παπαδνπνύινπ, Α. Μήηηαο, Κ. Σξακαληδάο, Γ. Παπαδόπνπινο : «Κύθιωκα 

Αληίζηαζεο - Ππθλωηή (RC) ζε ζεηξά. Απόθξηζε α) ζε ζπλερή θαη β) ζε 

ελαιιαζζόκελε  ηάζε εηζόδνπ». Παξνπζίαζε ζην 11
ν
  Κνηλφ ΢πλέδξην ηεο Έλσζεο 

Διιήλσλ Φπζηθψλ θαη ηεο Έλσζεο Κππξίσλ Φπζηθψλ, Κέξθπξα 1-4 Μαξηίνπ 2007. 

Περίληψη: ΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα πιήξεο εξγαζηεξηαθή άζθεζε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο RC ζε ζεηξά. Αξρηθά, κειεηάηαη ζεσξεηηθά ην 

θχθισκα RC (ζρήκα 1) θαη δίλνληαη νη ιχζεηο ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (ζρέζε 1) ηνπ 

θπθιψκαηνο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηφζν ζε δηέγεξζε απφ ζπλερή ηάζε εηζφδνπ, 

φζν θαη ζε δηέγεξζε απφ ελαιιαζζφκελε ηάζε εηζφδνπ κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ θαη 

εκηηνληθνχ παικνχ.  

 

 

 

 

΢ρήκα 1 

 

 

      

  Οη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηνπ θπθιψκαηνο 

RC ζε ζεηξά απνηεινχληαη : 

io
o vv
dt

dv
RC 

Cv
i v

o

i R
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 Απφ πεγή ζπλερνχο ηάζεο, βνιηφκεηξν, ρξνλφκεηξν θαζψο θαη ππθλσηέο θαη 

αληηζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ηε κειέηε ηεο DC ζπκπεξηθνξάο.  

 Απφ γελλήηξηα ζπρλνηήησλ θαη παικνγξάθν γηα ηε κειέηε ηεο AC ζπκπεξηθνξάο.   

΢ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο παξνπζηάδνληαη : 

 Οη θακπχιεο θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο ρξφλνπ (DC 

ζπκπεξηθνξά). 

 Η απφθξηζε ηνπ θπθιψκαηνο ζε δηέγεξζε απφ ηεηξαγσληθφ θαη εκηηνληθφ παικφ εηζφδνπ 

(AC ή κεηαβαηηθή ζπκπεξηθνξά). 

 

4.1.7. Παπαδνπνύινπ Π., Γεωξγνπιάο Ν. : «Πξνζνκνίωζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ δηόδωλ 

ππξηηίνπ ηνπ ηύπνπ p
+
-n-p ζε επίπεδε ηερλνινγία». Παξνπζίαζε ζην 12

ν
 Παλειιήλην 

΢πλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ, Καβάια 20-23 Μαξηίνπ 2008. 

 Περίληψη: ΢ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε, γηα πξψηε θνξά, κε ηε βνήζεηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ δηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p ζε επίπεδε ηερλνινγία 

(planar technology). Η πξνζνκνίσζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ έγηλε κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ 

παθέησλ πξνζνκνίσζεο, φπσο ηα S - PISCES, LUMINOUS. Δζηηάζηεθε δε, θπξίσο, i) ζηε dc 

ειεθηξηθή ζπκπεξηθνξάο, ii) ζηε κεηαβαηηθή ζπκπεξηθνξάο θαζψο επίζεο θαη iii) ζηελ 

νπηνειεθηξνληθή ζπκπεξηθνξάο ησλ δηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p ζε επίπεδε ηερλνινγία.  

 Οη δίνδνη ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p είλαη δηαηάμεηο ηξηψλ ζηξσκάησλ (p

+
-n-p ή n

+
-p-n) φκνηεο κε 

ηα ακθηπνιηθά ηξαλδίζηνξ επαθψλ. Η νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπο πξνο ηα ακθηπνιηθά ηξαλδίζηνξ 

επαθψλ έγθεηηαη ζην κεηαιινπξγηθφ εχξνο ηεο κεζαίαο πεξηνρήο, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ηφζν 

κηθξφ, ψζηε αθφκε θαη ζε κεδεληθή ηάζε πφισζεο νη πεξηνρέο θνξηίσλ ρψξνπ ησλ δχν επαθψλ 

κέζα ζην κεζαίν ζηξψκα λα επηθαιχπηνληαη. Έηζη, ην κεζαίν ζηξψκα παξακέλεη θελσκέλν απφ 

ειεχζεξνπο θνξείο, αθφκε θαη ζηε κεδεληθή πφισζε (θαηάζηαζε ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο). Απηφ 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο θξάγκαηνο δπλακηθνχ κέζα ζηε κεζαία πεξηνρή, ην νπνίν ειέγρεη 

ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο δηακέζνπ ηεο δηάηαμεο. 

 Η πξνζνκνίσζε ηεο dc ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p 

ζε επίπεδε ηερλνινγία, έδεημε φηη εκθαλίδνπλ IV ραξαθηεξηζηηθέο φπνπ ην ξεχκα θαη ζηηο δχν 

θαηαζηάζεηο πφισζεο (πξνο ηα πξφζσ θαη αλάζηξνθεο πφισζεο) ξπζκίδεηαη απφ ην χςνο ηνπ 

θξάγκαηνο δπλακηθνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε κεζαία πεξηνρή. 
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 Η πξνζνκνίσζε ηεο κεηαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ  δηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-n-p 

ζε επίπεδε ηερλνινγία, έδεημε φηη, σο δηαηάμεηο θνξέσλ πιεηνςεθίαο, εκθαλίδνπλ κηθξνχο 

ρξφλνπο κεηάβαζεο (switching time). 

 Σέινο, ε πξνζνκνίσζε ηεο νπηνειεθηξνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ 

ηχπνπ p
+
-n-p ζε επίπεδε ηερλνινγία, έδεημε φηη νη δηαηάμεηο απηέο παξνπζηάδνπλ κεραληζκφ 

εζσηεξηθήο ελίζρπζεο θσηνξεχκαηνο, κε απνηέιεζκα ε εμσηεξηθή θβαληηθή ηνπο απφδνζε λα 

παίξλεη ηηκέο πνιχ κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο (εext >> 1). 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηφδσλ ππξηηίνπ ηνπ ηχπνπ p
+
-

n-p ζε επίπεδε ηερλνινγία ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα δηφδσλ ζε κε επίπεδε 

ηερλνινγία (non planar technology). Απφ ηη ζχγθξηζε απηή είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ν 

βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο ηνπο πξνθεηκέλνπ νη δηαηάμεηο απηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δνκηθά 

ζηνηρεία ζε νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα (π.ρ. νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ιήςεο εηθφλαο, Charge 

Coupled Devices (CCD)). 

 

4.2. Δξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

 

4.2.1.  P. Papadopoulou, N. Georgoulas, L. Georgopoulos, A. Thanailakis, 2001, “A model 

for the dc electrical behaviour of Bulk-Barrier Diodes”, Electrical Engineering, Archiv 

für Elektrotechnik, Vol. 83 (4), pp. 203-211 (2001). 

Abstract:  This paper presents a complete analytical model for the dc electrical behavior of Bulk 

Barrier Diodes (BBD’s). The proposed model extends the previous presented models and gives 

analytical expressions for all significant magnitudes for dc device performance, as barrier height, 

current density and ideality factor, with respect to the technological parameters and the applied 

voltage in both bias conditions. The theoretical results have been compared to those obtained by 

the 2-D physical based device simulator S-PISCES, which takes into account drift - diffusion 

theory, concentration and field depended mobility, Shockley–Read–Hall and Auger 

recombination and band gab narrowing models. Good agreement was obtained between theory 

and simulation. Through the simulator the effect of the free carriers on the dc behavior of BBD’s 

with respect to technological parameters and applied voltage is understood in greater details.  
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4.2.2. P. Papadopoulou, N. Georgoulas and A. Thanailakis, “Simulation and Experimental 

Results on the Switching Behaviour of Bulk-Barrier Diodes”. Microelectronics Journal, 

Vol. 33 (5-6), pp. 487-494 (2002). 

Abstract:  In this paper, the switching behavior of Bulk Barrier Diodes (BBD’s), as a function of 

technological parameters has been studied. This study was based on the transient simulation 

analysis of BBD’s structures using the 2-D device simulator S-PISCES. The simulation shows 

that the technological parameters and bias conditions have a significant effect on the switching 

behavior of BBD’s. The result of this study is the proposal of an analytical model that describes 

satisfactorily the BBD’s switching behavior. Good agreement was obtained between simulation 

and analytical results and as this study shows, by suitable selection of technological parameters 

the switching time of BBD’s can be reduced in the picosecond range. 

 

4.2.3. P. Papadopoulou, N. Georgoulas and A. Thanailakis, “ An extensive study of the 

photocurrent amplification mechanism of silicon Bulk - Barrier diodes based on 

simulation and experimental results”, Thin Solid Film, Vol. 415, pp. 276-284 (2002). 

Abstract:  In this paper, an extensive study of the photocurrent amplification mechanism of 

silicon Bulk – Barrier Diodes (BBDs) is presented, based on simulation and experimental results. 

As a result of this study an analytical model is proposed. The proposed model extends previously 

published models and includes analytical expressions for all significant quantities of the device 

optoelectronic behaviour. Such quantities are barrier lowering, photocurrent, quantum efficiency 

and response speed as functions of the applied voltage, incident light power, light wavelength and 

modulation frequency, as well as a function of technological parameters. Simulation and 

experimental results verify the validity of the proposed analytical model, and they show that 

BBDs are majority carrier photodetectors with high internal photocurrent gain. Compared with 

common photodetectors, BBDs exhibit a very high sensitivity in the blue region of the visible 

spectrum.  

 

4.2.4. P. Papadopoulou, N. Georgoulas , L. Magafas,  «A study of the optical response 

speed of silicon Bulk -Barrier photodiodes based on simulation results», 

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS - RAPID 

COMMUNICATIONS Vol. 1, No. 8, p. 379 -384 (2007). 
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Abstract:  In this paper, an extensive study of the transient optical response speed of silicon 

Bulk–Barrier Diodes (BBDs) is presented. This study is based on the simulation results obtained 

with a 2-D device simulator (S PISCES and LUMINOUS). The influence of significant 

quantities, as the applied voltage, the incident light power and the light wavelength, on the optical 

response speed of silicon Bulk–Barrier Diodes was investigated. As a result of this study we 

propose a model that calculates the cut–off frequency (optical response speed) of silicon BBDs 

when a modulated light is applied. Simulation results verify the validity of the proposed model 

and show that it is possible to achieve high speed optical response by choosing appropriate 

operational parameters. 

 

4.2.5. P. Papadopoulou, Ant. Meletis, G. Doukakis, C. Mertzanidis, «Frequency Domain 

Response of Dielectrics for TE Plane Waves», European Journal of Scientific Research, 

Vol. 34, No.4, pp. 463-473 (2009). 

Abstract:  Some special characteristics of electromagnetic response of stratified dielectric 

structures in the frequency domain are studied. We consider Transverse Electric type plane waves 

incident obliquely on dielectric slabs or more complicated half spaces. The study of zeros and 

periodicities in these configurations can show the similarities as well as the differences from the 

Transverse Magnetic type plane waves. The role of non – ideal dielectrics is catalytic, because it 

causes the degeneration of both the zeros and the 

periodicities of the reflection coefficient. 

 

4.2.6. P. Papadopoulou, L. Georgopoulos «A study of the silicon Bulk-Barrier Diodes 

designed in planar technology by means of simulation» Journal of Engineering Science 

and Technology Review, Vol. 2,  pp. 157-164, (2009). 

Abstract:  In this paper, it is studied for the first time, the possibility of manufacturing a Bulk 

Barrier diode in planar technology using simulation. This study is based on simulation results 

obtained with a 2-D device simulator (S-PISCES). More precisely, the electrical and switching 

behavior of the proposed devices in planar technology were investigated. The results of this study 

show that the technological parameters (doping concentrations), as well as the geometrical sizes 

(middle region width) and the bias conditions (applied voltage), have significant effects on the 

electrical and switching behavior of the proposed devices. The appropriate choice of these 

parameters can reduce the switching time in the range of few picoseconds and also dramatically 
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modify the current through the device. The simulation results of devices in planar technology 

have been compared with those designed in non planar technology. Finally, good agreement 

among theory and simulations results of the proposed devices observed.   

 

4.2.7. M.Hanias, L.Magafas, S.Stavrinides, P.Papadopoulou and M.Ozer, «Chaotic 

behavior of the forward I-V characteristic of the Al/a-SiC:H/c-Si(n) heterojunction 

Complexity», Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium, 

p.221,( 2013). 

Abstract:  In this paper the electrical behavior of the Al/a-SiC:H/c-Si(n) heterojunction for 

different values of density of gap states (N) in a-SiC:H, is simulated and studied. It is observed 

that as the density of gap states in a-SiC:H increases from 10
-15

 cm
-3

 to 10
-18

 cm
-3

 the I-V 

characteristics, in the forward bias, present a deviation from the typical I-V of a diode, which is 

enhanced with the increase of N. For ND =10
-18

 cm
-3

 the forward I-V characteristic shows strong 

chaotic vibration that is attributed to the tunneling effect taking place in the junction a-SiC:H/c-

Si(n) in the forward bias. With the method of delays correlation and minimum embedding 

dimension are calculated, while the influence of gap states in strengthening chaos is studied. 

 

4.2.8.   P. Papadopoulou, S. Stavrinides, M. Hanias, L. Magafas, «Study of the Electrical 

Behavior of Metal/_-SiC:H/poly-Si(N) Structure Using Simulation», Proceedings of 

the 4th International Congress  APMAS2014, Acta Physica Polonica, Vol. 127 no 4 

(2015). 

Abstract:  In this report, a study of the electrical behavior for the Metal/a-SiC/poly-Si(n) 

structure, appears. Different thicknesses of a-SiC:H thin films are considered; in specific the a-

SiC:H layer thickness is varied between 100 Å up to 800 Å. The 2-D ATLAS advanced 

numerical simulator has been utilized in order to simulate the material's electrical behavior and 

produce the reported hereby results. The study of the I-V (current-voltage) characteristics of these 

Metal/a-SiC:H/poly-Si(N) structures, reveals a very interesting hysteretic behavior that is a 

function of the a-SiC:H thin-flm thickness. Such materials have lately raised the engineering 

community's interest because of their possible utilization as memristive elements. 

 


